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Слои полуизолирующего кремния типа SIPOS (Semi-Insulating Polycrystalline Oxygen-doped Silicon) позволяют повысить стабильность зарядовых состояний пассивирующих покрытий для полупроводниковых приборов и интегральных схем, и повысить пробивные напряжения высоковольтных приборов [1,2]. Однако наличие в данных пленках большого количества аморфного кремния и субоксидов кремния затрудняет определение фазового состава слоев SIPOS стандартными методами и соответственно выбор оптимального режима их формирования. 
Поэтому в настоящей работе проведены исследования влияния соотношения объемного потока закиси азота к потоку моносилана (γ=N2O/SiH4) в технологическом реакторе при получении слоев SIPOS методом CVD при пониженном давлении (Р=0,15мм.рт.ст.) [3] как стандартными методами рентгеновской дифракции и ПЭМ, так и с помощью метода ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) [4]. Рентгеновские эмиссионные Si L2.3 спектры отражают плотность электронных состояний в валентной зоне (ВЗ) кремния, которая крайне чувствительна к образованию химической связи, наличию и отсутствию дальнего порядка, поэтому данный метод позволяет устанавливать наличие и соотношение аморфных фаз a-Si и a-SiOx, а также кристаллического c-Si в слоях различной толщины от 10 до 120 нм без разрушения образца путем изменения высокого напряжения от 1 до 6 кВ на рентгеновской трубке спектрометра-монохроматора РСМ-500 [4].
Вольт-амперные характеристики измерялись с помощью цифрового осциллографа АКТАКОМ (АСК-3106).
Результаты комплексных исследований показывают, что пленки SIPOS, полученные методом химического осаждения из газовой фазы моносилана SiH4 с добавлением закиси азота N2O при пониженном давлении (P=0.15мм.рт.ст) и температуре 638 oC, представляют композитные слои аморфного кремния с некоторым содержанием субоксидов кремния и включениями нанокристаллов кремния. С ростом соотношения N2O/SiH4 от 0,05 до 0,15 вклад субоксидной фазы увеличивается от 10 до 20 мол.%, а размеры нанокристаллов кремния уменьшаются от 7-12 до 1-2 нм, но основной остается фаза аморфного кремния. ВАХ пленок SIPOS с γ ≤0,1 являются линейными, а увеличение параметра γ до 0,15 приводит к перестройке формы ВАХ, и увеличению электрического сопротивления примерно на 3 порядка.
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